Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

O
BAUELEMENTE UND BAUSTEINE FUR DIE ELEKTRONIK [@[ﬂ]@

HF-Transistoren
im Mikrowellen-Bereich

In der folgenden Tabelle sind MeBergebnisse zu-
sammengestellt, die mit einer Anzahl von HF-
Transistoren in Anwendungen als Verstdrker bei
1 und 2 GHz sowie als parametrische Frequenz-
vervielfacher mit Ausgangsfrequenzen von 2 bis
6 GHz gewonnen wurden. Bei einem parametri-
schen Frequenzvervielfacher werden zwei Funk-
tionen in einem Transistor vereinigt: Verstar-
kung bei der Frequenz des Eingangssignals und
Vervielfachung der Eingangsfrequenz mit Hilfe
der als Kapazititsdiode wirkenden Kollektor-
Basis-Kapazitit. Bei dieser Betriebsart kann der
Transistor auch oberhalb seiner Grenzfrequenz
Ausgangsleistung liefern.

JANUAR 1968

Die Tabelle zeigt, dal Transistoren geniigend
Ausgangsleistung liefern, um sie bis hinauf zu
6 GHz an Stelle der Oszillator-Klystrons in Sen-
dern und Empfingern von Mikrowellen-Richt-
funkanlagen einsetzen zu konnen. Die Ausgangs-
leistung kann auch fiir die Pumpquelle in para-
metrischen Verstiarkern und Konvertern verwen-
det werden.

Eine Ausgangsleistung von 475 mW bei 2 GHz
und 265 mW bei 3 GHz bietet auch die Mdoglich-
keit zu weiterer Frequenzvervielfachung mit Ka-
pazitatsdioden bis hinauf zu 12 GHz, wobei Aus-
gangsleistungen von mehr als 20 mW zu errei-
chen sind.

Typ Betriebsart f1 fa P, P, Vo Uce Ic 7
(GHz) (GHz) (mW) (mW) (dB) (V) (mA) (%)

BFY 90 AB-Verstirker 1 1 30 140 6,4 15 25 37,3
AB-Verstarker 2 2 30 85 45 15 25 22,7
AB-Verdoppler 2 4 30 20 — 1,8 10,5 21 9,1
AB-Verdreifacher 2 6 30 1,5 —13 10 20 0,8

ap

BFW 30 B-Verstarker g 1 1 15 115 8,8 10 35 33
B-Verstirker = 2 2 20 60 48 10 35 17,2
AB-Verdoppler 5 2 4 30 31 0,2 88 25 14
AB-Verdreifacher a 2 6 30 9 —52 8 20 5,6

2]
5]

BFW 16 B-Verstirker M 1 1 100 940 9,7 20 115 41
B-Verdoppler 1 2 100 475 6,8 20 112 21,2
B-Verdreifacher 1 3 100 265 4,2 15 108 16,4
B-Vervierfacher 1 4 100 8% — 0,7 15 94 6

. Emitter-
B-Verstirker schaltung 1 332 1000 48 20 95 52,6
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BAX 12

Eine neue
Hartglas-Druckkontakt-

Diode

Mit der BAX 12 steht in der Reihe der VALVO-
Hartglas-Druckkontakt-Dioden, deren Konstruk-
tionsmerkmale im VALVO-Brief Mai 1967 be-
schrieben wurden, eine Siliziumdiode fiir Relais-
schaltkreise mit einer fiir 106 Schaltungen garan-
tierten Energieaufnahme in Sperrichtung (Aval-
anche-Diode) zur Verfiigung.

Um die durch die maximal zuldssige Belastung
bestimmte Eignung fiir den Einsatz in Relais-
schaltkreisen untersuchen zu kénnen, wurde ein
Impulsgenerator aufgebaut, bei dem sowohl der
Scheitelwert als auch die Zeitdauer des Sperr-
stromimpulses einstellbar sind. Ausfiihrliche Un-

terlagen dazu stehen auf Anfrage zur Verfligung.
Die im Bild gezeigte Kurve reproduzierbarer
MeBwerte stellt die Zerstérungsgrenze der
BAX 12 dar. Zu ihrer Bestimmung wurde der in
Pfeilrichtung verlaufende Parameter bis zur Zer-
storung der Diode (zweiter Durchbruch) erhéht.
Es zeigt sich, da3 der Grenzwert unabhéngig da-
von ist, welcher Parameter jeweils veridndert
wurde.

Die wichtigsten Daten der diffundierten, oxyd-
passivierten, kontaktdrahtlosen Siliziumdiode
BAX 12 sind in der folgenden Tabelle zusammen-
gestellt:

Durchbruchspannung
bei IR = 100 }LA U(BR) R — 120 v
Durchlaf3strom, Scheitelwert Irm = max. 800 mA
Verlustleistung P = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur @5 = max. 200 °C
Durchlaf3spannung
bei Ir = 400 mA, 95 = 25 °C Up = 1,25V
Sperrstrom -
beiUg= 90V, d; = 25 °C Ip < 100 nA VALVO BRIEF
JANUAR 1968
Kleinsignalkapazitét SEITE 2
beiUgr = 0,f = 1 MHz C < 35 pF
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von Ir= 10 mA
auf U =5V Qs < 0,5 nC
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Die Kurve zeigt reproduzierbare Meflwerte der Zerstérungsgrenze
der Hartglas-Druckkontakt-Siliziumdiode BAX 12. Der in Pfeilrichtung
verlaufende Parameter wurde bis zur Zerstérung der Diode (zweiter
Durchbruch) erhéht. Der Grenzwert ist unabhingig davon, welcher
Parameter jeweils verdndert wurde.
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BSW 41

BSX 59 - BSX60 -
BSX 61

Neue Silizium-NPN-
Transistoren

fur Treiberstufen in
Magnetkernspeichern

Die neuen Silizium-NPN-Planar-Epitaxial-Tran-
sistoren BSW 41 (im TO-18-Gehiuse) sowie
BSX 59, BSX 60 und BSX 61 (im TO-5-Gehiuse)
sind fiir den Einsatz in Treiberstufen von Magnet-
kernspeichern vorgesehen. Sie erweitern das bis-
herige Typenprogramm auf schnellere Zyklus-
zeiten. Die guten Verstidrkungseigenschaften bei
hohen Stréomen (500 mA) machen diese Transisto-
ren dariiber hinaus auch fiir andere professionel-
le Anwendungen geeignet. Die wichtigsten Daten
sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

BSW 41 BSX 59 BSX 60 BSX 61

Kollektor-Sperrspannung Ucp ¢ = max. 40 70 70 70 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucg ¢ = max. 25 45 30 45 A%
Kollektorstrom Ic = max. 1 1 1 A
Kollektorstrom, Scheitelwert Icy = max. 0,5 A
Gesamtverlustleistung beidy=45°C Pt = max. 320 690 690 690 mW
Sperrschichttemperatur Wy = max. 200 200 200 200 °C
Gleichstromverstédrkung

bei Ucg = 10 V, Ic = 500 mA B = 20

bei Ucg = 1V,Ic= 500 mA B = 30 30 30
Ausschaltzeit

bei Icx = 300 mA taus = 100 ns

bei Icx = 500 mA, tous = 60 60 70 100 ns

IBX = MIBY = 50 mA

BRY 39

Eine Thyristor-Tetrode
far
Schalteranwendungen

Die Silizium-PNPN-Planar-Thyristor-Tetrode
BRY 39 eignet sich speziell zur Steuerung von
Ziffernanzeigerdohren. Dieses neue Bauelement
ermdoglicht den Bau sehr einfacher und preiswer-
ter Zahlstufen, wobei die Ansteuerung fiir die
Anzeiger6hren gleich mit ibernommen wird.

Die Thyristor-Tetrode BRY 39 enthilt in einem
Metallgehéduse 18 A 4 nach DIN 41 876 (JEDEC
TO-72) eine Folge von vier abwechselnd P- und
N-dotierten Kristallschichten, die alle kontaktiert
und liber die vier Anschlufidrihte herausgefiihrt
sind (Bilder 1 und 2). Der Anoden-Steueranschluf3
G, ist mit dem Gehéduse leitend verbunden. Ein

solches System wird auch als Vierschichtdiode
oder als SCS (silicon controlled switch) bezeich-
net.

Im Normalfall wird die Thyristor-Tetrode
BRY 39 so betrieben, daB3 der Laststrom tber die
Anschliisse G, und K flieBt. Die Ziindung erfolgt
durch einen positiven Impuls am Steueranschlufl
Ggk. Zum Léschen ist ein negativer Impuls an der
Anode erforderlich. Je nach der verwendeten
Schaltung und den Betriebsbedingungen lassen
sich mit der BRY 39 Einschaltzeiten unter 3,5 js
und Ausschaltzeiten unter 10 ps erreichen. Ein
Betrieb mit sehr hohen Schaltfrequenzen ist also
moglich.

Die Thyristor-Tetrode BRY 39 148t sich vorteil-
haft in vielen Schalteranwendungen einsetzen.
Hiufig kann die Zahl der notwendigen Bauele-
mente erheblich verringert werden. Ausfiihrliche
Datenblitter und Schaltungsunterlagen stehen
auf Anfrage zur Verfiigung.

A A

Bild 1. Die Zonenfolge der Silizium-Thyristor-Tetrode BRY 39 und
ihr Schaltzeichen
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Bild 2. Die Thyristor-Tetrode BRY 39 ist in ein Metallgehduse 18 A 4
nach DIN 41 876 (JEDEC TO-72) eingebaut.
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BZX 48

BZX 49

BZX 50
Silizium-Referenz-
Elemente

Die Silizium-Referenz-Elemente BZX 48, BZX 49
und BZX 50 enthalten in einem Metallgehduse
JEDEC TO-18 mit 2 Anschlissen (Bild 1) Schal-
tungen zur Erzeugung einer Bezugsspannung von
6,5 V mit sehr kleinen Temperaturkoeffizienten.
Die Schaltungen bestehen aus einem Transistor,
einer Z-Diode und einem Widerstand (Bild 2).
Der Widerstand ist so bemessen, da3 der Dioden-
strom ein Mehrfaches des Transistor-Basisstroms
betrdgt. Der Diodenstrom ist daher weitgehend

unabhingig vom Stromflufl durch den Transistor.
Da der Temperaturkoeffizient fir die Basis-
Emitter-Spannung negativ und fiir die Dioden-
spannung positiv ist, ergibt sich fir die Gesamt-
schaltung ein extrem kleiner Temperaturkoeffi-
zient.

Die wichtigsten Daten der neuen Silizium-Refe-
renz-Elemente sind in der folgenden Tabelle zu-
sammengestellt:

BZX 48 BZX 49 BZX 50

Maximaler Betriebsstrom 10 10 10 mA
Minimale Gehdusetemperatur 0 0 0 °C
Maximale Gehiusetemperatur 70 70 70 °C
Referenzspannung 6,5 6,5 6,5 A
Optimaler Betriebsstrom 2 2 2 mA
Max. Temperaturkoeffizient

im Temperaturbereich 0 bis 70 °C +1 2 5 10-5/grd
Max. Spannungsdifferenz

im Temperaturbereich 0 bis 70 °C 4,6 9,1 23 mV
Dynamischer Widerstand 35 35 35 Q

Der Einsatz dieser Silizium-Referenz-Elemente
an Stelle der herkdmmlichen Normalelemente
bietet fir viele Anwendungen Vorteile: Sie sind
kleiner und stabiler, haben einen gréBeren zu-

ldssigen Temperaturbereich und sind kurzschlu3-
fest. Mit diesen Eigenschaften eignen sie sich zum
Beispiel gut fiir Analog-Digital-Wandler, Galva-
nometer-Verstiarker und Digital-Voltmeter.
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Bild 1. Abmessungen der Silizium-Referenz-Elemente BZX 48, BZX 49
und BZX 50. Die Katode ist mit dem Metallgehduse leitend
verbunden.

Es wird keine Gewahr tbernommen, daB die

in dieser Schrift angegebenen Schaltungen, Gerate, Maschinen,
Anlagen, Bauelemente, Baugruppen oder Verfahren

frei von Schutzrechten sind.
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sind unverbindliche und keine Haftung begriindende Empfehlungen.
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Bild 2. Die Schaltung der Silizium-Referenz-Elemente BZX 48, BZX 49
und BZX 50 besteht aus einem Transistor, einer Z-Diode und
einem Widerstand.
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